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【はじめに】プラズモニクスは、金属と半導体等の誘電体との界面に発生する自由電子のプラズ

マ振動である表面プラズモン（SP）を制御・利用する技術であり、発光ダイオードの発光効率を

改善するために非常な有望な方法の 1 つである。活性層と金属の距離が近いほど表面プラズモン

の効果を得やすいことが報告されている。また、金属と半導体の間に薄い誘電体層を使用するこ

とにより SP 効果を改善することができる。本発表では異なる膜厚の p-GaN 上に SiO2 薄膜を製膜

し、デバイスの評価を報告する。 

【実験方法・結果】本研究では p-GaN 層の膜厚を 30nm、50nm、70nm に成膜した緑色 LED を使

用した。LED 上に SiO2をスパッタリング法で 5nmを成膜し、その上に Ag を EB 蒸着によって成

膜し、アニールすることでナノ粒子を作製した。これらのサンプルのデバイス化を行い、積分球

測定で評価を行った。p-GaN 層が 30nmのサンプルでは SiO2/AgNPs の発光強度が AgNPs よりも高

いことを確認した。即ち p-GaN 層が 30nm の AgNPs/SiO2を有する LED では、表面プラズモンの

効果が見られるものの、同 p-GaN 層厚 70nm よりも発光強度が低下している。p-GaN 層厚の低下

による表面プラズモンの増強とキャリアの閉じ込め効果の減少が混在した結果と考えられる。 
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